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@ Substrat zur Verwendung bei einem elektronischen Anzeigegerat, einer Solarzelle und dergleichen mitdunnertv 
Film 

Substrat fur eine Verwendung in Flussigkristall-Anzeige- 
geraten, die dunne Filmtransistoren benutzen, Solarzellen, 
Elektroluminiszenz-Anzeigegeraten und/oderanderen Gera- 
ten, be! denen auf dem Substrat ein dunner Film aus einem 
Glas gebildet ist Das Glas ist im wesentiichen frei von Alka- 
limetatloxyd, Bleioxyd und Magnesiumoxyd und besitzt et- 
nen hohen chemischen Widerstand. Das Glas enthalt im 
wesentiichen 52 bis 60 Gew.-% Si0 2 , 7 bis 14 Gew.-*W> A1 2 0 3 , 

3b:s12Gew.-%B 2 03,3bis13Gew.-%^0,1^b]s^2Gew.-% _ . . _ .- ----- - 

- BaO;0bis10Gew;-%"SrO70bisi0Gew.-%ZnO. 
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.„ . Patentanspruche 

L S rid!S t ^- r h^T CndUng * 1 !?' e T? elekfronischen Anzeigegerat einer Solarzelle und/oder anderen 
*Z I K g f \ - nen ~, f d6m SUb3trat ein dQnner Film StbMet fat, dadurch gekennzeicW dafi 
t7l£ US Tf m ? iaS ZUberdtet ' St ' daS im ™sentlichen frei ist von AlkalfmetSyd BlebxS 

und Magncsia^yd, .Jas ^ferner einen bohen chemischen Wideband besitzt und im we enSf - in 

^AmiSSS? 7 bis 140/0 A,2 ° 3 - 3 bis m > 3 bis 130/0 Ca0 - 10 bis «?ss?a .o% 

i^n^f^^t ! - d L adurch ,^kennzeichnet. daB das Glas im wesentlichen - in Gew.-O/o - 55 bis 
Salt Wh 4 b ' S 10t/ ° Bj ° 3 ' 4 WS 7% Ca °' 1 1 b » 20 * Ba0 ' 0 bis 5% Sr O. bb 7%?£ 

Besehreibung 

n^'^f^li^ bezieht Sich auf GIa ss"fctrate fur eine Verwendung bei Flussigkristall-Anzeieegeriten die 
S?B2 ^enanme •TPT'j^iafilm transistors); verJenden. hS3S£32Sta£ 
mneszenz-Anzeigegera ten und/oder anderen Geraten und- Einrichtungen, bei denen auf dem Substrat ein 

Ein Glas fur die Verwendung. bei Solarzellen, das chemisch, elektrisch und physikalisch vereleichbar ist mit 
Sihaum, das durch Aufdampfen auf dem Susbstrat abgelagerVist, und das InriS^Sar^tSS 
schen Ausdehnungskoeffizienten besitzt, der nahezu dem von Silizium fiber den g^T^S^SZ 
der Aufdampfungstemperatur bis hin zur Raumtemperatur gleichkommtwahrend es geSbe7den im A T 
dampfungsprozeB verwendeten- Materialmen chemisch inert ist, ist in der US-PS 41 8 61? (DrucLcSft 1) in t 
emem Glassubstrat offenbart ist,das em Alkalierdemetall-Aluminium^ 

SteSSSS? "IT 5 , 5 f ?5 *?2> 5 b l S 25% Al2 ° 3 Und ^Atens ein AlkESSSSSSfi 
aus der Gruppe ailsgewahlt ist, die aus 9 bis 150/o CaO, 14 bis 20% SrO, 18 bis 26% BaO besteht sowie 

Ml £? U "f" dara " s ' n .f lner ,Gesa m tmeng e ,dieein e rMoIbasisv 0 n9bisl5%aO g ieichkommt 
WoS, ntSC ^ ften u 46 34 f ( Dr « ckschrift 2 ) ™ d ^ 34 684 (Druckschriffs) der Ffrma Corning Glass 

IJ*^ Glassubstrate fur eine Verwendung in ROssigkristall-Anzeigegeraten, MenenlSbenS 

D as in der Druckschrift 2 offenbarte Substratglas besteht im wesentlichen aus extrem feinkfirnigen Kristallen. 
tvd Z XST**" h °Tl en diSI ? ergiert Sind; das Basis * ,as dafiir ist ™ wesentlichen SSf AllSZS 
?0% slot ' m WCSentllChen - iB M °'- % ~ aus 2 bis 6% Ba ° ""d/oder SrO, 18 bis 26% AW, und 68 bfe 

Das Substrat gemaB Druckschrift 3 ist aufbereitet aus einem Strontium- Aluminiumsilikatglas das im wesent- 
lichen aus - m Mol-% - etwa 9bis 12% SrO, 9 bis 12% A1 2 0 3 und 77 bis 82% SiO : bSE * 

dur^ten-^ Wrd * in , d<inner FiIm ' R Saizium - nachdem er ™ einem Substrat abgelagert ist 
durch Photoatzung m e.n gewOnschtes Muster geformt, urn ein betrfebsfahiges Gerat herzustellen Im PhotoS 

soSS fi Werden V ^ chi ? de " e a-™* wie z B. Schwefelsaure, Fluorlassersteffsa^^^^ 

> m A, d M^ r f kSChrifte o 1 WS 3 *? d die darin ° ({ ™ h *«™ Substrate chemisch inert gegenuber Materialier, die 
S£5£lE3^, , ^^ 1 ^^ d ^ Drucksch "^" I bis 3 sagen fichts dkrtlSS2di£ 

ntff n u MatenaJttn, die im PhotoatzungsprozeB verwendet werden, inert sind oder nfcht 
v P ?h 3 . • de " Drucks n chr ' f ' en 1 und 2 und die meisten in der Druckschrift 3 offenbarten Substrate- enthalten eine 
verhaltnismaBig groBe Menge an Ah0 3 , beispielsweise mehr als 15 Gew,%. Al 2 0 3 neigt dazu mit Ammon u- 
u ^ .f^^toffkmen von. gepufferter F1 U orwasSerst 0 ffsaur e (wobei es sfch um^uorwas^ersto^ 
saurehanddt.der Ammon.umfluorid als Puffer zugefugt ^ 

SS^l^S^ d f S Ubstrals wolkig . weifi js , E s f st unm6glichi die wei Ben g wSn duTe n 

efnfn ^KwS^- entternenrObwohl-diVweiBen-WolkeTb^rsweise durch" " 

einen Schwamm abgeneben werden konnen, ist die Oberflache des Substrats beschadigt 

m inl!!! ge Tc? Drucks ^ rWte n Lund 3 offenbarten Substrate enthalten MgO, dal ebenfalls mit Ammoniu- 
Fe™Thi^ir t0ff,OT 

herner besitzt das Aluminiumsilikatglas, das in den Druckschriffen 1 bis 3 offenbart ist eine betrachtlich hohp 
SI « % " nd ein 't h J ° he U W d "«™P^- D'her ist es sehr M^S^tiS^SlSS 

von gewunschter Form zu b.lden als auch ein homogenes Glas ohne Blasen, Eir ^chliisse Steine ^iHen ^d 

CorltrL« w kannteS , GlaS ' St S OrB.OMbOrBaO-Glas. wie es unter der Nr. 7059 von der Firma 
Cormng G as Works produziert und verkauft wird. Obwohl das Glas einen reduzierten Anteil an Al 2 0 3 undSS 

£rZ™Z 8 a !^ ] l S ^ lt Sauren ' Wle Z - R Schwefelsaure und anderen, die im PhotoatzungsDrozeB 
hfth^n^? u* " 't!^ Substratoberflache ist ebenfalls wolkig-weiB. Das Glas hat fe^rnerkeinena^jwe^chend 

hohen Beanspruchungs- bzw, Spannungspunkt und besitzt keinen guten Warmewiderstand a »"e,chend 
Dementsprechend 1st es e.ne Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Glassubstrat fur eine Verwendung in 
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^™^" Ha S2f^ tek, ^J l ' An - Zeisese !? t; eine Solar2elIe u "d/oder dergleichen zu schaffen. auf dem ein 
wTZr a 8 k U " d da$ T* verbesserlen chemischen Widerstand besitzt. insbesondere einen hohen 
Wderstand gegenuber emer gepufferten Fluorwasserstoffsaure.. und das sich ferner Ieicht schmelzen laB^ur 

SS^SZKS? andere " Feh,em ' ^ eine " aUSgC2eichnete " War.ewiders.and sowS 

A^T^r^l die vo . r ' ie e e " de Erfindu "g Si0 * ™t 52% (Gew^fc) oder mehr zu verwenden, urn 
dadurch den Widerstand gegeniiber Schwefelsaure zu verbessern. und einen reduzierten Antei] an A1 2 0 3 mit 14 
Gew,% oder wen.ger ohne EmschluB von MgO zu verwenden. um dadurch den Widerstand gegenuber gepuf- 

daBesgee.gneteMengenanB 2 0 3 undCaOenthalt 

Fin^!!Sf t K Z - r / erWen f d ! Jng c be ! e5n6m . eIektronischen Anzeigegerat, einer SolarzeJIe und/oder anderen 
E.nnchtungen, be, denen auf dem Substrat em diinner Film gebildet ist.zeichnet.sich erfindungsgemaB durch die 
im Kennzeichen des Anspruches 1 angegebene Ausbildung und Zusammensetzung aus. 

sp^T^S^^r ^ bKteht d " G,aS im — **" - *r im An- 

begrSISd* 1 S6ICn ^ GrQ " de . erItoterl1 Warum die Men S en der B «tandteile in der beschriebenen Weise 
Eine Verwendung von Si0 2 mit weniger als 52 Gew.-'/o setzt den Widerstand gegenuber Schwefelsaure in 

SS 5 WeBe ^ "? ZU ^ em n5edri£en SP^^P^CBeansprJchWpunkt).™ 
medngen Warrnewiderstand result.ert. Dagegen erhoht ein Anteil von mehr als 60 Gew.-% an SiO, die ViS 

?rh£ TL J? e p M mpCr « " ""n ^ SchmeI ^enschaft wird reduziert und die Liquidustemperatur w?rd 
erhoht, so daB em Fehler.z. B. erne Entglasung von Cristobalit, im Glas auftreten kann. Daher ist die Menge art 
S,0 2 iroerhalbe.n^^ Mengean 

Wenn der Anteil an AI2O3 geringer ist als 7 Gew.-%, dann neigt das Glas zum Entglasen. weil die Liauidimem 
erh5ht wird. Falls jedoch AkQs uber H Gew.-»/o betragt, fifSjK '£ SSSte 
gepufferten Fluorwasserstoffsaure und fflhrt zu einer weiBen Wolke in der Substratoberflache. Daher ist die 
MengeanAl 2 0 3 begrenztauf7bisl4Gew.-%,vorzugsweiseauf8bisl3Gew-<% 

tJZ? 3 *V^t k FluBn } ittel , (Sehmebsasatz) zur Herabsetzung der Viskositat des Glases benutzt und macht es 
tacht, das Glas zu schmelzerL Falls der Anteil an B 2 0 3 kleiner ist als 3 Gew,%, wird keine Wirkung des 
"^^.Obentegt B 2 0 3 aber 12 Gew.-°/o, dann verschlechtert es den Widerstand gegeriuber 
Schwefelsaure des Glases. und es vernngert den Spannungspunkt des Glases, was in einem ungenflLnden 
Warrnewiderstand resultiert Infolgedessen wird B A in einem Bereich von einer Menge von 3 b£ 12 G*ew % 
vorzugsweise 4 bis 10 Gew.-% verwendet ' 
CaO ist ein Bestandteil, der benutzt wird, um das Glas leicht schmelzen zu lassen und die Glasviskositat bei 
hoher Temperatur ^herabzusetzen. Um eine Wirkung von CaO zu erzielen. sind wenigstens 3 Gew.-% CaO im 35 
Glas erforderhch Falls aber mehr als 13 Gew,% enthalten sind. neigt ein sich daraus ergebendes Glas dazu in 
der gepufferten Fluorwasserstoffsaure wolkig-weiB zu werden. Daher ist der CaO-Anteil auf 3 bis 13 Gew -% 
vorzugsweise 4 bis 7 Gew.-% zu begrenzen. 

ei„ B . a 2ilK n ? SatZ i t0 «r , i r Verbe . sserun S der Schmelzeigenschaft und Formungseigenschaft des Glases ohne 
crrfu I I e £ un . g des Widen tandes gegenuber der gepufferten Fluorwasserstoffsaure des Glases. Um den 
Effek dei BaO sicherzrfen, miissen wenigstens 10 Gew.-% BaO im Glas zugegeben werden- es konnen 
jedoch mcht mehr ak 22 Gew,<fc verwendet werden. weil der Spannungspunkt Lfabgesete S Jt eS 

G,aS " Daher betr ^ die M «*< - BaO 10 bis 22 Gew.^ 
iJSSr 1 '* Z l i0 A Gew --^ ka . n "fi?'- einen gleichartigen Zweck wie BaO verwendet werden. Ubersteigt es 

J TT .k G £ W ' n/ , ht SKh d ' e Ent S lasun S des Glase s in unvorteilhafter Weise. Vorzugsweise wird SrO 

unternalb 5 Gew-% verwendet «u^vj 

Eine Verwendung von ZnO bis zu 10 Gew.-% erhdht den Widerstand gegenuber gepufferter Fluorwasser- 
stoffsaure. Erne QbermaBige Verwendung fiber 10 Gew,<* laCt ein resultierendes Glas leichrentgla^n und 
vernngert den Spannungspunkt, mit einem reduzierten Warrnewiderstand 

diflJa SSrP^ Zr °2 und Ti0 2 enthalten, die 

t ZvTJa? hafte " de , s Glas f s mcil ! bee.ntracht.gen. Ferner kann das erfindungsgemSBe Substratglas wenigs ens 
einVeredlungsm.tteIenthalten,wiez.B.As 2 0 3 .Sb 2 0 3 ,F 2l Cl 2 .S03und/oderandere. wen.gsiens 
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Beispiele 



J? n?? v 1 1! • 1° d u " T n be [' en 1 . Und 2 Sind so,che S emafi der vorliegenden Erfindung, und die Proben 1 1 
Sals Wor J ^ ' 1 Glassubstrat d er oben beschriebenen Nr. 7059 der Firma Corning 

A-Ifli-i ? -° b ^ !. bis i 2 u W " rde wie . f0,gt her gestellt: Mischen von Rohmaterialien, um eine Charge zu bilden 
thmZ ll ?t de " T beIlen gCZeigte Zusam ™nsetzung b e«tzt ; Schmelzen der Charge in einem P atin- 
%SE% emer Temperatur von 1550'C wahrend 16 Stunden. um ein geschmolzenes Glas zu bilden; 

Sentfpt^^^ 

■iSKEJ^^ gegCnQber Sdwefeka - - - ^nd 

ProblriatnkSfnS 

n-obenglasplatte, nachdem die Probe in e.ne waBnge Losung mit 10 Gew.-o/o Schwefelsaure bei 8 6 C wahrend 
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drei Stunden eingetaucht worden ist Eine Probe wurde als schlecht in ihrem Widerstand gegenuber Schwefel- 
saure angesehen, wenn sie eine weiBe woikige Oberflache oder einen ernsthaft rauhen Oberflachenzustand, wie 
z. B. eine gesprungene Oberflache, hatte, und sie wurde in den Tabellen mit x markiert. Eine andere Probe, die 
eine leicht rauhe Oberflache hatte, wurde als nicht gut angesehen unddurch ein A in den Tabellen. markiert Eine 
5 Probe, die einen polierten Oberflachenzustand beibehielt, wurde ais gut beurteilt und durch O in den Tabellen 
markiert. 



Tabelle 1 



B.estandteile 


Proben 
1 


2 


3 


4 


5 


6 




55,8 


55,8 


55,8 


55,8 


55,5 


56,5 


AI 2 0 3 (Gew.-%) 


"10,0 


10,0 


11,0 


. 11,0 


11,0 


9,0 . 


BjOj (Gew>%) 


7,0 


9,0 


7,0 


7,0 


9,0 


6,0 


CaO(Gew.-%) 


6,0 


6,0 


5,0 


5,0 


5,0 






17.3 


16,3 


15,3 


16,3 


. 13,2 


18,7 


SrO (Gew.-%) 


1,0 


1,0 


3,0 


1,0 


5,0 . 


1,0 


ZnO (Gew.-%) . 


2,6 . 


2,6 


2,6 


3,6 • 


1,0 


1,5 . 


As 2 Oj (Gew.-%) 


0,3 


0,3 


°' 3 


0,3 


0,3 


0,3 


MgO (Gew.-%) 














PbO(Gew.-%) 














Spannungspunkt (°C) 


624 


624 


632 


628 


623 


635 


Temperatur <°C) fur 10 15 Poise 


1511 " 


1461 


1481 


1492 


1503 . 


1518 


Widerstand zu Schwefelsaure 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


Widerstand zu Fluorwasser- 


O 


O- • 


O 


O 


O 


O 



35 stoffsaute 



o = gut 

a = nicht gut 

x — schlecht. 
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Tabelle 2 



Bestandteile 


Proben 

n 
I 


8 


9 


10 


11 


12 


Si0 2 (Gew.-%) 


57,5 


55,5 


56,0 


55,8 


49,0 


55,0 


A1 2 0 3 (Gew.-%) 


11,5 


12,0 


10,0 


10,5 


11,0 


15,0 


B 2 0 3 (Gew.-%) 


8,0 


8,0 


5,0 


9,0 


15,0 




CaO (Gew.-%) 


7,0 


4,5 


7,0 


6,0 




9,0 


BaO (Gew>%) 


13,7 


13,0 


16,1 


15,8 


25,6 




SrO (Gew.-%) 


1,0 


1,5 


3,0 


- 


- 


- 


ZnO (Gew.-%) 


1,0 


5,2 


2,6 


2,6 


- 


10,5 


As 2 0 3 (Gew.-%) 


0,3. 


0,3 


0,3 


0,3 


- 


— 


MgO (Gew r %) 


. - 


- • 


- 


— 


— 


6,0 


PbO (Gew.-%) 












4,5 


Spannungspunkt (°C) 


643 


631 


626 


624 


590 


656 


Temperatur (°C) fiir 10 2 * 5 Poise 


1505 


1486 


1493 


1467 


1470 


1360 


Widerstaad zu Schwefelsaure 


O 


O 


o - 


O 


X 


O 


Widerstand zu Fluorwasser- 


O 


O 


O ' 


O 


A 


X 



stoffsaure 

o « gut. 

A « nicht gut 

x = schlecht. 



Der Widerstand gegenuber gepufferter Fluorwasserstoffsaure wurde dadurch beurteilt , daB der Oberf&chen- 
zustand jeder Probenglasplatte betrachtet wurde, nachdem sie in eine gepufferte Fluorwasserstoffsaure ge- 
taucht wurde, die 30 Gew.-% Ammoniumfluorwasserstoffsaure, 6 Gew.-% Fluorwasserstoffsaure und ais Aus- 
gleich Wasser enthielt Solche mit einer offensichtlich weiBen wolkigen Oberflache wurde als schlecht beurteilt 
und durch x in den Tabellen markiert, und eine solche mit einer dunnen weiBen wolkigen Oberflache wurde ais 
. nicht gut beurteilt und durch A in den Tabellen markiert Eine Probe ohne weiBe Wolke wurde als gut beurteilt 
und in den Tabellen durch O markiert 

Aus den Tabellen 1 und21aBtsich ersehen, daB die Proben 1 bis tOgemaBder vorliegenden Erfindungin ihrem 
Widerstand gegenttber Schwefelsaure und gepufferter Fluorwasserstoffsaure ausgezeichnet sind. 

Die Tabellen 1 und 2 geben einen Spannungspunkt und eine Temperatur fur eine gegebene Viskositat von 1 0 2 - 5 
Poise fiir jedes Probenglas wieder. Die erfindungsgemaflen -Proben 1 bis 10 haben Spannungspunkte oberhalb 
600° C und besitzen daher einen ausgezeichneten Warme widerstand. 

Weiterhin ist fur die Proben 1 bis 10 gemaB der vorliegenden Erfindung eine Viskositat von 10" Poise bei 
emer Temperatur unterhalb 1520°C realisiert, die beachtlich niedrig ist Demzufolge ist das erfindungsgemaBe 
Glas gut in seiner Glasschmelzeigenschaft 
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